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결론

현재반도체산업은우리나라의경제력부흥에가장많은

역할을하는산업분야로성장하였고, 특히디바이스

분야에있어서는세계적으로도우위를가지고있는산업으

로서, SAMSUNG, HYNIX를비롯한동부아남반도체, 매그

나칩반도체등의회사는세계반도체산업의선두주자이

며, 이러한반도체분야에서CMP 공정은소자의직접화

와다층구조를형성하기위해서1 0여년전에도입된기술

이다.

최근1 0여년동안C M P분야에서도많은기술발전을이

루었지만최근45nm 배선기술개발을앞두고있는상황에

서소자회사나장비회사, 패드, Slurry 회사에서는이를대비

한새로운기술개발이시급한단계이며현재미국, 유럽, 일

본, 한국을포함한여러나라에서앞다투어기술개발이이

루지고있으며많은기업들이CMP 장비사업에참여하고

있기때문에기술력의우위에서기위해서많은기술분쟁이

특허분쟁이일어나고있는현실이며, 이러한관점에서이번

특허분류및조사가가지는의미는중요하다. 특히, 패드나

Slurry 분야에서국내업체는원천특허가부족한것으로나

타났다.

CMP 관련특허는장비, 패드, Slurry 크게3분야로분석이

이루어졌는데, CMP 장비관련특허분석은우선C M P

P o l i s h e r와Post-CMP cleaner와주변장치의크게세부분으

로나누어서분석하였으며, 대부분장비특허의기술적인측

면에서볼때원천특허는대부분이국외기업이가지고있었

으며, 최근동향은APPLIED MATERIALS사에서많은특허

를보유하고있다.

공정관련특허에있어서는국내소자업체에서많은특허

수를보유하고있는것으로분석이되었으며, CMP 공정에

있어서장비분야특히헤드플래이튼Design 및구동방식

특허가가장많은비중을가지고있다.

Post-CMP Cleaner 관련특허의주요내용은CMP 공정이

후웨이퍼에발생되는오염물즉패드파티클, 연마입자, 

그밖에발생되는Defect 제거에필요한세정방법이나세정

용액이많은비중을차지하였으며, 차별화된세정방법을

제시한특허보다는기존세정액에첨가제의역할을보여주

고있는특허가많은수를차지하고있었다. 현재관련특허

의비중은적었으나CMP 공정이후의오염이나D e f e c t ,

S c r a t c h는많은문제점으로작용하고있으며향후관련기술

에대한개발이예상되며, 이러한문제점을해결하기위한

대안으로ECMP 기술도연구가이루어지고있다.

주요회사로서는APPLIED MATERIALS(CMP 장비) ,

EBARA(CMP 장비), SPEEDFAM- IPEC(CMP 장비), LAM RES

EARCH(CMP 장비), KLA-Tencor(Particle-defect 계측장비) ,

O N T R A K (세정장비), NIKON(CMP 장비), KANTO CHEM 및

N E C (세정액), EKC Technology(세정액), HITACHI(세정액)

등이있다. 

패드는CMP 공정관련특허중에서패드에관련된특허

를조사하면서나타난점이관련특허중가장적은특허와

몇몇기업에많은특허가편중되어있다는것을알게되었

으며, 이는ROHM AND HAAS사에서50% 이상의관련특허

를가지고있기때문이라고생각된다.

특허분포는ROHM AND HAAS사와NIKON, HITACHI,

등소수회사로되어있었으며, 국내회사로서는S A M S U N G

이나HYNIX, 동부아남반도체, 매그나칩반도체등의C h i p

제조회사의많은특허가출원되었고, 국내Pad 제조업체로

써는DONG SUNG A & T. CO LTD사가있지만아직기술적

인면에서많은개발이필요하다.

CMP 공정에사용되는S l u r r y에있어서그연마대상이무

반도체평탄화기술
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엇인가에따라서산화막CMP 슬러리와Metal CMP 슬러리

로크게두분야로나누어질수있으며, 세부적인내용은연

마입자의종류및연마입자의합성및분산기술분야,

Impurity 및연마입자Filteration 분야, 연마입자분산제및

첨가제로분류됐다.

특히웨이퍼표면에화학적인반응을일으키기위한화

학액및추가적인첨가제에관한연구와기술개발이많이

이루어지고있고, 특허출원또한많이이루어지며, 슬러리

분야에있어서는일본기업들이많은특허수를가지고있

었으나, Metal CMP 슬러리경우국내기업들의경쟁력이있

는것으로확인할수있었다.

기존의실리콘을기반으로한웨이퍼산업에서웨이퍼

사이즈의증가, 직접도의증가를근간으로하여그에따른

공정기술및장비기술에있어서많은발전이이루어졌으

며, 앞으로는전혀다른패러다임의기술도연구될것이라

기대되고있는시점에서CMP 기술에있어서국내기업들

의경쟁력확보야말로새로운패러다임의반도체산업에서

중요한요소가될것은당연한일이며, 원천기술개발및원

천특허의확보는기술력우위를점하기위한시발점이될

것이라고판단된다.
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